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InGaN 系発光素子は、可視長波長領域での発光効率の低さが課題となっている。原因の一

つとして、InGaNの成長温度が GaNに比べて低いことが挙げられる。InGaNの高温成長のた

めに我々は成長圧力に注目した。これまでの検討で、1~8 気圧において成長圧力の増加に伴

い InGaN発光波長の長波長化が確認された[1,2]。今回は1~8気圧において成長した InGaN/GaN

多重量子井戸において、表面モフォロジーについて検討した。 

GaN/c-サファイアテンプレート上に InGaN/GaN 多重量子井戸を成長し、その後 cap-GaNを

成長した。井戸層と障壁層の成長時間をそれぞれ 1, 2分とし、井戸層は In/(In+Ga) 気相比を

55%、V/III比を 28000とした。成長圧力は 1, 2, 4, 6, 8気圧と変化させ、成長温度は 800, 850 
o
C

で行った。それぞれの試料についてフォトルミネッセンス(PL)、走査型電子顕微鏡(SEM)、カ

ソードルミネッセンス(CL)による評価を行った。 

Fig. 1に PLピーク波長の成長圧力依存性を示す。成長圧力の増加に伴い PLピーク波長のレッ

ドシフトが確認でき、800℃では、8気圧成長は 1気圧に比べて 120nm程度の波長シフトが見られ

た。また、850
o
Cでも同程度の波長シフトが確認された。 

Fig. 2に 8気圧における試料の表面 SEM像と 525nmの発光波長における CL像を示す。1, 2気

圧では平坦であったが、4, 6, 8 気圧については表面の荒れが見られた。また、CL 像からは、1,2

気圧では全体が明るいのに対し、4,6,8気圧では明点が局所的であり、Inリッチな領域が発生して

いることが確認された。これは、加圧成長により Inの蒸発を抑えたことで、In組成のゆらぎが大

きくなったことや、気相反応の増加が原因と考えられる。 
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Fig. 1: PLピーク波長の成長圧力依存性 
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Fig. 2:8気圧における SEM像と CL像 
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